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Deposicao de filmes finos

* Magnetron sputtering
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Sistema magnetron sputtering.
(http://www.directvacuum.com/sputter.asp)

* Triodo magnetron sputtering
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Sistema Triodo Magnetron Sputtering do Laboratdrio
de plasma da UDESC de Joinville. (Dianclen, 2013)



SIMTRA (Simulation of Metal Transport)

Utiliza o método de Monte Carlo
para descrever o transporte dos
atomos ejetados do alvo durante a
fase de vapor.

Resultados:

— Livre caminho médio;

— NuUmero de colisoes;

— Energia;

— Cosseno do angulo de incidéncia;
— Numero de atomos depositados.
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Dados iniciais:

Temperatura (300 K);
Pressao;

Gas utilizado (Ar);

Tipo de alvo;

Numero de atomos ejetados
do alvo;

Distribuicdes angular e de
energia dos atomos ejetados
(valores calculados pelo SRIM);
Perfil da zona de erosao do
alvo;

Geometria do reator.

Perfil da zona de erosao:
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SRIM / TRIM

The Stopping and Range of lons in Matter / Transport of lons in Matter

Distribuicao angular e de energia dos atomos ejetados.
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Geometria do Reator




Simulacoes

Valores de pressao entre 0,0 e 1,0 Pa:
* Alvo de Titanio e Aluminio;

* Sem e com a telaa 20mm do alvo;
» 10° atomos ejetados.
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Numero de atomos

Angulo de incidéncia
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Energia (eV)

Energia

10.0
1 Aluminio
9'5—_ [ | ® Semtela
9.0 - g B Comtela
1 ( D=20mm)
8.5 1 '
8.0
| [ |
7.5 1 [
7.0 [ |
6.5
] ||
6.0 +
5.5 - *
T T T T T T T T T T T
0.0 0.2 04 0.6 0.8 1.0

Pressao ( Pa)

Energia média ( eV)

26
Titanio
24 ] B Semtela
® Comtela
D= 20mm
o o ( Omm)
20 g
18
(]
16 (]
[ ]
14 ®
[ ]
12 T T T T T T T
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Pressao ( Pa)




Y (mm)

Distancia da tela (10 a 40mm):
e Alvos de Titanio, Aluminio, Cobre, Gadolinio.

* Pressao: 0,4 Pa.
e 107 4tomos ejetados.
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Deposicao

1.1

Perfil de deposicao

. Gadolinio
1.0 4 ™ B Semtela
. . -....I .... - ® 10mm
0.9 1 ... [ ] n 5n A 40mm
0.8 " -
1 "
0.7 - n
- .- Aé:‘o Al:.l‘:‘:“. =
0.6 4 u * ‘A“ ” ]
[ (N { A [
] u PV L
054 "™ Axa%‘ "",“
04 1 e 0“‘
7 Cad S
‘ A
03 T T T T T T
-60 -40 -20 0 20 40

Raio (mm)

Deposicao

1.1
1 Aluminio
1.0 q [ 7] B Semtela
0.9 1 - . ® 10mm
] Lq A 4
4 . r . mm
0.8 1
E ] ]
0.7 1 - I
0.6 - - -
61 . K ‘ =
i | ‘ ® N
04 s m
0.3 .y 5{:
0.2 1
T T T T T T T T T
-60 -40 -20 0 20 40 60

Raio (mm)



SRIM
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Deposicao
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Energia média (eV)
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Conclusoes

* A energia média com que os atomos se depositam
diminui com o aumento da pressao.

* A distancia tela-alvo nao altera o valor da energia
média e do angulo de incidéncia dos atomos.

e Atelainterfere principalmente na quantidade de
atomos depositados na superficie analisada.
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